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NCP3063シリーズは、���なMC34063AおよびMC33063A
モノリシックDC-DCコンバータをさらに�い���にアップ
グレードしたデバイスです。これらのデバイスは、��の�
���された����、コンパレータ、アクティブ�#$�
%�&きの$'されたデューティ・サイクル・オシレータ、

ドライバ、および��#-.スイッチから01されていま

す。このシリーズは、23の4&け�5�による	�、6
�、および��7
アプリケーションに�み�むために:;
に
�されました。
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Figure 1. Typical Buck Application Circuit
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Figure 2. Pin Connections
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Figure 3. Pin Connections

NOTE: EP Flag must be tied to GND Pin 4 on PCB

EP Flag

Figure 4. Block Diagram
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PIN DESCRIPTION

Pin No. Pin Name Description

1 Switch Collector Internal Darlington switch collector

2 Switch Emitter Internal Darlington switch emitter

3 Timing Capacitor
Oscillator Input

Timing Capacitor

4 GND Ground pin for all internal circuits

5 Comparator
Inverting Input

Inverting input pin of internal comparator

6 VCC Voltage Supply

7 Ipk Sense Peak Current Sense Input to monitor the voltage drop across an external resistor to limit the peak
current through the circuit

8 N.C. Pin Not Connected

Exposed
Pad

Exposed Pad The exposed pad beneath the package must be connected to GND (Pin 4). Additionally, using
proper layout techniques, the exposed pad can greatly enhance the power dissipation capabilities
of the NCP3063.

MAXIMUM RATINGS (measured vs. Pin 4, unless otherwise noted)

Rating Symbol Value Unit

VCC pin 6 VCC 0 to +40 V

Comparator Inverting Input pin 5 VCII −0.2 to + VCC V

Darlington Switch Collector pin 1 VSWC 0 to +40 V

Darlington Switch Emitter pin 2 (transistor OFF) VSWE −0.6 to + VCC V

Darlington Switch Collector to Emitter pin 1−2 VSWCE 0 to +40 V

Darlington Switch Current ISW 1.5 A

Ipk Sense Pin 7 VIPK −0.2 to VCC + 0.2 V

Timing Capacitor Pin 3 VTCAP −0.2 to +1.4 V

POWER DISSIPATION AND THERMAL CHARACTERISTICS

Rating Symbol Value Unit

SOIC−8
Thermal Resistance, Junction−to−Air
Thermal Resistance, Junction−to−Case

R�JA
R�JC 180

45

C/W

DFN−8
Thermal Resistance, Junction−to−Air

R�JA
80

C/W

Storage Temperature Range TSTG −65 to +150 C

Maximum Junction Temperature TJ MAX +150 C

Operating Junction Temperature Range (Note 3)
NCP3063
NCP3063B, NCV3063

TJ
0 to +70

−40 to +125

C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
1. This device series contains ESD protection and exceeds the following tests:

Pin 1−8: Human Body Model 2000 V per AEC Q100−002; 003 or JESD22/A114; A115
Machine Model Method 200 V

2. This device contains latch−up protection and exceeds 100 mA per JEDEC Standard JESD78.
3. The relation between junction temperature, ambient temperature and Total Power dissipated in IC is TJ = TA + R�  PD
4. The pins which are not defined may not be loaded by external signals

http://www.onsemi.jp/
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V, TJ = Tlow to Thigh [Note 5], unless otherwise specified)

Symbol Characteristic Conditions Min Typ Max Unit

OSCILLATOR

fOSC Frequency (VPin 5 = 0 V, CT = 2.2 nF,
TJ = 25C)

110 150 190 kHz

IDISCHG /
ICHG

Discharge to Charge Current Ratio (Pin 7 to VCC, TJ = 25C) 5.5 6.0 6.5 −

IDISCHG Capacitor Discharging Current (Pin 7 to VCC, TJ = 25C) 1650 �A

ICHG Capacitor Charging Current (Pin 7 to VCC, TJ = 25C) 275 �A

VIPK(Sense) Current Limit Sense Voltage (TJ = 25C) (Note 6) 165 200 235 mV

OUTPUT SWITCH (Note 7)

VSWCE(DROP) Darlington Switch Collector to
Emitter Voltage Drop

(ISW = 1.0 A, Pin 2 to GND,
TJ = 25C) (Note 7)

1.0 1.3 V

IC(OFF) Collector Off−State Current (VCE = 40 V) 0.01 100 �A

COMPARATOR

VTH Threshold Voltage TJ = 25C 1.250 V

NCP3063 −1.5 +1.5 %

NCP3063B, NCV3063 −2 +2 %

REGLiNE Threshold Voltage Line Regulation (VCC = 5.0 V to 40 V) −6.0 2.0 6.0 mV

ICII in Input Bias Current (Vin = Vth) −1000 −100 1000 nA

TOTAL DEVICE

ICC Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,
CT = 2.2 nF, Pin 7 = VCC,
VPin 5 > Vth, Pin 2 = GND,

remaining pins open)

7.0 mA

Thermal Shutdown Threshold 160 C

Hysteresis 10 C

5. NCP3063: Tlow = 0C, Thigh = +70C;
NCP3063B, NCV3063: Tlow = −40C, Thigh = +125C

6. The VIPK(Sense) Current Limit Sense Voltage is specified at static conditions. In dynamic operation the sensed current turn−off value depends
on comparator response time and di/dt current slope. See the Operating Description section for details.

7. Low duty cycle pulse techniques are used during test to maintain junction temperature as close to ambient temperature as possible.
8. NCV prefix is for automotive and other applications requiring site and change control.

http://www.onsemi.jp/
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Figure 5. Oscillator Frequency vs. Oscillator
Timing Capacitor

Figure 6. Oscillator Frequency vs. Supply
Voltage
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Figure 7. Emitter Follower Configuration Output
Darlington Switch Voltage Drop vs. Temperature

Figure 8. Common Emitter Configuration Output
Darlington Switch Voltage Drop vs. Temperature
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Figure 9. Emitter Follower Configuration Output
Darlington Switch Voltage Drop vs. Emitter Current

Figure 10. Common Emitter Configuration
Output Darlington Switch Voltage Drop vs.

Collector Current
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Figure 11. Comparator Threshold Voltage vs.
Temperature

Figure 12. Current Limit Sense Voltage vs.
Temperature
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Figure 13. Standby Supply Current vs. Supply Voltage
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はじめに

NCP3063は、DC−DCコンバータ・アプリケーショ
ンMに2�Uされたモノリシック�Oスイッチング
・レギュレータです。WXのS�を�みYわせるこ

とによって、23の4&け�5Z�で、6�、	

�、および��7
コンバータを[\]^すること

ができます。M�としては、コスト_`がaしいコ
ンシューマ�5やbcdefけ��があります。g
��なブロックiをFigure 4にjします。

����

NCP3063は、ヒステリシスをkつDC−DCコンバー
タで、ゲート$'mnTをoMして-.��をpq
Uします。��に、この=>モードは、コンデンサ
��ポンプにやや�sしており、コンバータのpq
Uにtuvループ��はw�です。g��な=>�
xをFigure 14にjします。ijする-.���xは

	�コンバータのものであり、R�にするためにリ
ップルとJyは�zしてあります。コンバータの{
|�=}に、フィードバック・コンパレータが-.
��レベルが�����であることを��します。

これによって、-.スイッチはmnTによって$'
される���とデューティ・サイクルで、オン・オ

フを�り し、-.フィルタ・コンデンサをポンプ
アップします。-.��レベルが���に!すると

、-.スイッチの�サイクルのターンオンが��さ

れます。フィードバック・コンパレータは、"��

#によって-.��が�����に?�すると[ち

にスイッチングをイネーブルします。このような�
�で、mnTサイクルの��、mnTサイクルの�
�と��な1サイクル、#�サイクル、または��
サイクルと#�サイクルの$、-.スイッチの�%
をイネーブルすることができます(&�について

は、AN920/Dを�Q)。

 !"

mnT���と-.スイッチのオフ�$は、タイ

ミング・コンデンサCTに'�した�でプログラムさ

れます。コンデンサCTは、1�6の��の���#ソ
ースとシンクによって�・��され、ピン3に�の

のこぎり�xを�1します。この��は、6/(6 + 1)
または0.857(��)として、スイッチング・コンバー
タの2PtON/(tON + tOFF)を
qします。mnTのピ
ークおよびバレー��は��500 mVです。��なm
nT���に�するCTのコンデンサ�を� するに

は、Figure 15にある¡をoMします。NCP3063の�
5ページのwww.onsemi.comにExcelベースの
�ツ
ールがあります。

Figure 14. Typical Operating Waveforms
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ピーク�%センス・コンパレータ

%¤の��で=>している��リップルがゲート
されたコンバータでは、-.スイッチの�%は��
フィードバック・コンパレータで(¥され、mnT
によって)¦します。コンバータ-.が*"���
になったり、フィードバック��が��できなくな

ると、§¤=>��がm�します。これらの_`�
で、Ipk�#センス・コンパレータがダーリントン-
.スイッチを©+します。VCCおよびダーリントン
-.スイッチと[ªに3さな«¬RSCを­<して、

スイッチ�#を��に®¯します。RSCでの��	
�が�#センス・コンパレータによってモニタされ

ます。��	�がVCCに�して200 mVを,えると、

コンパレータはラッチをセットして、サイクルIJ
で-.スイッチの�%を)¦させます。このコンパ

レータ/ラッチ�
によって、ある���サイクル�

に��スイッチに１つのオン��しかないことが'

�されます。

Real
Vturn−off on
Rs Resistor

t_delay

I1

Io

di/dt slope I through the
Darlington

Switch
Vipk(sense)

VIPK(Sense)�#$�センス��スレッショルドは、

-�_`で.qされています。ダイナミック=>で

は、センスされた�#のターンオフ�は、コンパレ
ータの²³�$および�#の´きdi/dtによってµま

ります。

Rsc«¬での]/のVturn−off。

Vturn_off � Vipk(sense) � Rs � (t_delay � di�dt)

���なIpkコンパレータの²³�$t_delay(0¶)
は350 nsです。�#の´きdi/dtは、インダクタ・ピン
での��·およびインダクタ�の¸¹にºってPき

くなります。

アプリケーションでの]/の2Pピーク�#が2
»_`において、ダーリントン・スイッチ�#の2
Pq¼1.5 Aを1�に,えないことを½2してくださ

い。

サーマル・シャットダウン

2P\Y���を,えたeYにICを©+するため

に、��サーマル・シャットダウン%�を¾えてい

ます。160C(��)で�=すると、-.スイッチがデ
ィセーブルされます。��センス%�は10Cのヒス
テリシスで
�されています。チップ��が¹なく

とも150Cのスレッショルドまで?�すると、スイ

ッチは¿びイネーブルされます。この�	は、.


しないデバイスの��による
1���を��する

ために�5されています。�6なヒートシンクの:

�とするものではありません。

12スイッチ

-.スイッチはダーリントン01で
�されてい

ます。これによって、アプリケーション
�3は�

4スイッチング4�および?��	�でのすべての

_`で
�を5うことができます。ダーリントン-
.スイッチは、2P40 Vのコレクタ−エミッタ��お

よび2P1.5 Aの�#をÀりÁえるように
�されて

います。

アプリケーション

Figures 16〜24に、NCP3063のÂÃÄとÅ6Äをj
します。3つのÆ�コンバータ・トポロジがW%�
iの�に、]/のテスト・データをÇ7してÈjし

てあります。

Figure 15に、8�パラメータに�する9:の
�

� ¡をjします。また、NCP3063の��なアプリ
ケーション
�ÊËÌÍは、www.onsemi.comにÇ7
されています。

Figure 25〜 31に、4�トランジスタをoMしたg
��なNCP3063アプリケーションをjします。この

ソリューションは、-.�#をÎやすのにÏÐで、

ÑÒコストをÓえながらÐ�を�めるのにÔÕちま

す。NMOSトランジスタでのブースト01、PMOS
トランジスタでのバック01、および?VCE(sat) PNP
でのバック01のg��な%�iをjします。

4�トランジスタをoMする;のÖZは、2P
250 kHzまでA�な�い=>���です。その;×、

インダクタやコンデンサなどの3Ø-.�5をoM
することができます。

http://www.onsemi.jp/
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(See Notes 9, 10, 11) Step−Down Step−Up Voltage−Inverting

ton
toff

Vout � VF
Vin � VSWCE � Vout

Vout � VF � Vin
Vin � VSWCE

|Vout| � VF
Vin � VSWCE

ton ton
toff

f �ton
toff

� 1�

ton
toff

f �ton
toff

� 1�

ton
toff

f �ton
toff

� 1�

CT CT � 381.6 � 10�6

fosc
� 343 � 10�12

IL(avg) Iout Iout �ton
toff

� 1� Iout �ton
toff

� 1�
Ipk (Switch)

IL(avg) �
�IL
2

IL(avg) �
�IL
2

IL(avg) �
�IL
2

RSC 0.20
Ipk (Switch)

0.20
Ipk (Switch)

0.20
Ipk (Switch)

L �Vin � VSWCE � Vout
�IL

� ton �Vin � VSWCE
�IL

� ton �Vin � VSWCE
�IL

� ton

Vripple(pp)

�IL � 1
8 f CO

�2

� (ESR)2	 

ton Iout

CO
� �IL � ESR 


ton Iout
CO

� �IL � ESR

Vout
VTH�R2

R1
� 1� VTH�R2

R1
� 1� VTH�R2

R1
� 1�

9. VSWCE − Darlington Switch Collector to Emitter Voltage Drop, refer to Figures 7, 8, 9 and 10.
10.VF − Output rectifier forward voltage drop. Typical value for 1N5819 Schottky barrier rectifier is 0.4 V.
11. The calculated ton/toff must not exceed the minimum guaranteed oscillator charge to discharge ratio.

3のコンバータ�6を�8する;�があります。

Vin - ��=><.��
Vout - ÙÚの-.��
Iout - ÙÚの-.�#
�IL - ÙÚのピーク-ピーク・インダクタ・リップル�#2P-.�#のeY、ÛÜインダクタ�##IL(avg)

の10%ÝÞになるように�ILを'�することをßàします。これは、Ipk (Switch)がRSCで
qされる�#$�スレ
ッショルドに!しないようにするのにÔÕちます。
�á�が23インダクタンス�をoMすることであるe
Y、�IL = 2(IL(avg))とします。これがコンバータの-.�#â<�.を�È�に?¸します。

f - 2P-.スイッチ���
Vripple(pp) - ÙÚのピーク-ピーク-.リップル��2�のÄ�をãるために、リップル��はラインおよび

"�レギュレーションに[\ä=をåぼすため、?い�に>kしなければなりません。コンデンサ#COは、

スイッチング・レギュレータ・アプリケーションfけに
�されたæç[ª«¬(ESR)��コンデンサでなけ

ればなりません。

Figure 15. Design Equations

http://www.onsemi.jp/
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Figure 16. Typical Buck Application Schematic
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+
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Value of Components

Name Value

L201 47 �H, Isat > 1.5 A

D201 1 A, 40 V Schottky Rectifier

C202 220 �F, 50 V, Low ESR

C205 470 �F, 25 V, Low ESR

C203 2.2 nF Ceramic Capacitor

Name Value

R201 150 m�, 0.5 W

R202 2.40 k�

R203 3.90 k�

C201 100 nF Ceramic Capacitor

C202 100 nF Ceramic Capacitor

Test Results

Test Condition Results

Line Regulation Vin = 9 V to 12 V, Io = 800 mA 8 mV

Load Regulation Vin = 12 V, Io = 80 mA to 800 mA 9 mV

Output Ripple Vin = 12 V, Io = 40 mA to 800 mA  85 mVpp

Efficiency Vin = 12 V, Io = 400 mA to 800 mA > 73%

Short Circuit Current Vin = 12 V, Rload = 0.15 � 1.25 A

Figure 17. Buck Demoboard Layout

Figure 18. Efficiency vs. Output Current for the Buck
Demo Board at Vin = 12 V, Vout = 3.3 V, TA = 25�C
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Figure 19. Typical Boost Application Schematic
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+
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+

+VOUT = +24 V / 350 mA

VCC
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Value of Components

Name Value

L101 100 �H, Isat > 1.5 A

D101 1 A, 40 V Schottky Rectifier

C102 470 �F, 25 V, Low ESR

C105 330 �F, 50 V, Low ESR

C103 2.2 nF Ceramic Capacitor

Name Value

R101 150 m�, 0.5 W

R102 1.00 k�

R103 18.00 k�

C101 100 nF Ceramic Capacitor

C106 100 nF Ceramic Capacitor

Test Results

Test Condition Results

Line Regulation Vin = 9 V to 15 V, Io = 250 mA 2 mV

Load Regulation Vin = 12 V, Io = 30 mA to 350 mA 5 mV

Output Ripple Vin = 12 V, Io = 10 mA to 350 mA  350 mVpp

Efficiency Vin = 12 V, Io = 50 mA to 350 mA > 85.5%

Figure 20. Boost Demoboard Layout

Figure 21. Efficiency vs. Output Current for the Boost
Demo Board at Vin = 12 V, Vout = 24 V, TA = 25�C
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Figure 22. Typical Voltage Inverting Application Schematic
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Value of Components

Name Value

L501 22 �H, Isat > 1.5 A

D501 1 A, 40 V Schottky Rectifier

C502 330 �F, 25 V, Low ESR

C505 470 �F, 35 V, Low ESR

C503 2.2 nF Ceramic Capacitor

Name Value

R501 150 m�, 0.5 W

R502 16.9 k�

R503 1.96 k�

C501 100 nF Ceramic Capacitor

C506 100 nF Ceramic Capacitor

Test Results

Test Condition Results

Line Regulation Vin = 4.5 V to 6 V, Io = 50 mA 1.5 mV

Load Regulation Vin = 5 V, Io = 10 mA to 100 mA 1.6 mV

Output Ripple Vin = 5 V, Io = 0 mA to 100 mA  300 mVpp

Efficiency Vin = 5 V, Io = 100 mA 49.8%

Short Circuit Current Vin = 5 V, Rload = 0.15 � 0.885 A

Figure 23. Voltage Inverting Demoboard Layout
Figure 24. Efficiency vs. Output Current for the

Voltage Inverting Demo Board at Vin = +5 V,
Vout = −12 V, TA = 25�C
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Figure 25. Typical Boost Application Schematic with External NMOS Transistor
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Figure 26. Typical Efficiency for Application
Shown in Figure 25.
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èい<.��éêおよび�-.が�ëされるアプ
リケーションでは4�トランジスタをßàします。

?ìNMOSトランジスタをoMした�Àな%�iお

よびそのドライブ�#をFigure 25にjします。ドラ
イブ%�は、�����された«¬ディバイダR7/R8
をíしてNCP3063のSWEピンから$'されます。ド
ライバIC2はオンセミの?コスト・デュアルNPN/PNP
トランジスタBC846BPDです。そのNPNトランジスタ
はゲート・キャパシタンスを��するための�Ä�
ダイオードとして\@されます。PNPトランジスタ
は、ゲート・コンデンサを��するためのエミッタ
・フォロワとしてïきます。この01は、50〜100 ns
のAいドライブ・エッジを©Bし、R7/R8ディバイダ
のðC�.を50 mWに$�します。-.�#$�は

«¬R3で�@されます。?#RDS(on) NMOSトランジス
タでの�4スイッチングが、D7アプリケーション
で2P85%のÐ�を!1します。
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Figure 27. Typical Buck Application Schematic with External PMOS Transistor
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Figure 28. NCP3063 Efficiency vs. Output Current for
Buck External PMOS at Vout = 3.3 V, f = 220 kHz, 

TA = 25�C
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Figure 27に、4�PMOSトランジスタをoMした

g��なバック01をjします。Figure 27にjすと

おり、Q2ゲートをドライブするñòはóじです。

TCピンとSWEピン$に\@された«¬#R6は、パ
ルスUされたフィードバック��をâ<します。è
い<.��éêをkつアプリケーション、<.��
が+12 Vを,えるアプリケーション、または-.リ
ップルに9するôõがaしいアプリケーションで、

このパルスUフィードバックö¡をoMすることを

ßàします。«¬R6の�Àな�は10〜68 kです。パ
ルス・フィードバックö¡では、=>���が÷#

20%�くなります。また、�qの=>���でより

.ø�なスイッチング�xを�1するため、-.リ
ップル��が3さくなり、Ð�がùúされます。

パルス・フィードバックの«¬�は、�û�:Ä
�にE7されたコンデンサの�・���#を,えな

い�を'�する��があります。'�をFるとmn
TがF=>します。パルス・フィードバックを]�
するとき、TCピンの2P��が1.4 Vを,えること

はできません。
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Figure 29. Typical Buck Application Schematic with External Low VCE(sat) PNP Transistor
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Figure 30. NCP3063 Efficiency vs. Output Current for
External Low VCE(sat) at Vin = +5 V, f = 160 kHz, 

TA = 25�C
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Figure 29に、4�バイポーラ・トランジスタをo
Mしたバック・コンバータのg��アプリケーショ
ンをjします。これは<.��と-.��の·が3
さく、�Ð�が�ëされる01fけのòü�なソリ
ューションです。オンセミ�の?VCE(sat)トランジス
タNSS35200は、-.�#が1 A、<.��が2P
15 V、=>���が100〜150 kHzのアプリケーショ
ンに2�です。スイッチング4�は、Gý?¸ダイ

オードD2をoMするとfþするeYがあります。
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Figure 31. Typical Schematic of Buck Converter with RC Snubber and Pulse Feedback
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は、SWEピンでのスナバ%�がmnをÓえるのにÔ

Õちます。���なoM�をFigure 31にjします。

C3の�を2.2〜6.8 nFに、R4を10 �〜22 �に'�でき

ます。

ORDERING INFORMATION

Device Package Shipping†

NCP3063BMNTXG DFN−8
(Pb−Free)

4000 / Tape & Reel

NCP3063DR2G SOIC−8
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCP3063BDR2G SOIC−8
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCP3063MNTXG DFN−8
(Pb−Free)

4000 / Tape & Reel

NCV3063DR2G* SOIC−8
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCV3063MNTXG* DFN−8
(Pb−Free)

4000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

*NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements.
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STYLE 4:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. ANODE
4. ANODE
5. ANODE
6. ANODE
7. ANODE
8. COMMON CATHODE

STYLE 1:
PIN 1. EMITTER

2. COLLECTOR
3. COLLECTOR
4. EMITTER
5. EMITTER
6. BASE
7. BASE
8. EMITTER

STYLE 2:
PIN 1. COLLECTOR, DIE, #1

2. COLLECTOR, #1
3. COLLECTOR, #2
4. COLLECTOR, #2
5. BASE, #2
6. EMITTER, #2
7. BASE, #1
8. EMITTER, #1

STYLE 3:
PIN 1. DRAIN, DIE #1

2. DRAIN, #1
3. DRAIN, #2
4. DRAIN, #2
5. GATE, #2
6. SOURCE, #2
7. GATE, #1
8. SOURCE, #1

STYLE 6:
PIN 1. SOURCE

2. DRAIN
3. DRAIN
4. SOURCE
5. SOURCE
6. GATE
7. GATE
8. SOURCE

STYLE 5:
PIN 1. DRAIN

2. DRAIN
3. DRAIN
4. DRAIN
5. GATE
6. GATE
7. SOURCE
8. SOURCE

STYLE 7:
PIN 1. INPUT

2. EXTERNAL  BYPASS
3. THIRD STAGE SOURCE
4. GROUND
5. DRAIN
6. GATE 3
7. SECOND STAGE Vd
8. FIRST STAGE Vd

STYLE 8:
PIN 1. COLLECTOR, DIE #1

2. BASE, #1
3. BASE, #2
4. COLLECTOR, #2
5. COLLECTOR, #2
6. EMITTER, #2
7. EMITTER, #1
8. COLLECTOR, #1

STYLE 9:
PIN 1. EMITTER,  COMMON

2. COLLECTOR, DIE #1
3. COLLECTOR, DIE #2
4. EMITTER, COMMON
5. EMITTER, COMMON
6. BASE, DIE #2
7. BASE, DIE #1
8. EMITTER, COMMON

STYLE 10:
PIN 1. GROUND

2. BIAS 1
3. OUTPUT
4. GROUND
5. GROUND
6. BIAS 2
7. INPUT
8. GROUND

STYLE 11:
PIN 1. SOURCE 1

2. GATE 1
3. SOURCE 2
4. GATE 2
5. DRAIN 2
6. DRAIN 2
7. DRAIN 1
8. DRAIN 1

STYLE 12:
PIN 1. SOURCE

2. SOURCE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 14:
PIN 1. N−SOURCE

2. N−GATE
3. P−SOURCE
4. P−GATE
5. P−DRAIN
6. P−DRAIN
7. N−DRAIN
8. N−DRAIN

STYLE 13:
PIN 1. N.C.

2. SOURCE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 15:
PIN 1. ANODE 1

2. ANODE 1
3. ANODE 1
4. ANODE 1
5. CATHODE, COMMON
6. CATHODE, COMMON
7. CATHODE, COMMON
8. CATHODE, COMMON

STYLE 16:
PIN 1. EMITTER, DIE #1

2. BASE, DIE #1
3. EMITTER, DIE #2
4. BASE, DIE #2
5. COLLECTOR, DIE #2
6. COLLECTOR, DIE #2
7. COLLECTOR, DIE #1
8. COLLECTOR, DIE #1

STYLE 17:
PIN 1. VCC

2. V2OUT
3. V1OUT
4. TXE
5. RXE
6. VEE
7. GND
8. ACC

STYLE 18:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. CATHODE
8. CATHODE

STYLE 19:
PIN 1. SOURCE 1

2. GATE 1
3. SOURCE 2
4. GATE 2
5. DRAIN 2
6. MIRROR 2
7. DRAIN 1
8. MIRROR 1

STYLE 20:
PIN 1. SOURCE (N)

2. GATE (N)
3. SOURCE (P)
4. GATE (P)
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 21:
PIN 1. CATHODE 1

2. CATHODE 2
3. CATHODE 3
4. CATHODE 4
5. CATHODE 5
6. COMMON ANODE
7. COMMON ANODE
8. CATHODE 6

STYLE 22:
PIN 1. I/O LINE 1

2. COMMON CATHODE/VCC
3. COMMON CATHODE/VCC
4. I/O LINE 3
5. COMMON ANODE/GND
6. I/O LINE 4
7. I/O LINE 5
8. COMMON ANODE/GND

STYLE 23:
PIN 1. LINE 1 IN

2. COMMON ANODE/GND
3. COMMON ANODE/GND
4. LINE 2 IN
5. LINE 2 OUT
6. COMMON ANODE/GND
7. COMMON ANODE/GND
8. LINE 1 OUT

STYLE 24:
PIN 1. BASE

2. EMITTER
3. COLLECTOR/ANODE
4. COLLECTOR/ANODE
5. CATHODE
6. CATHODE
7. COLLECTOR/ANODE
8. COLLECTOR/ANODE

STYLE 25:
PIN 1. VIN

2. N/C
3. REXT
4. GND
5. IOUT
6. IOUT
7. IOUT
8. IOUT

STYLE 26:
PIN 1. GND

2. dv/dt
3. ENABLE
4. ILIMIT
5. SOURCE
6. SOURCE
7. SOURCE
8. VCC

STYLE 27:
PIN 1. ILIMIT

2. OVLO
3. UVLO
4. INPUT+
5. SOURCE
6. SOURCE
7. SOURCE
8. DRAIN

STYLE 28:
PIN 1. SW_TO_GND

2. DASIC_OFF
3. DASIC_SW_DET
4. GND
5. V_MON
6. VBULK
7. VBULK
8. VIN

STYLE 29:
PIN 1. BASE, DIE #1

2. EMITTER, #1
3. BASE, #2
4. EMITTER, #2
5. COLLECTOR, #2
6. COLLECTOR, #2
7. COLLECTOR, #1
8. COLLECTOR, #1

STYLE 30:
PIN 1. DRAIN 1

2. DRAIN 1
3. GATE 2
4. SOURCE 2
5. SOURCE 1/DRAIN 2
6. SOURCE 1/DRAIN 2
7. SOURCE 1/DRAIN 2
8. GATE 1
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